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6) ELHEDZ1 VAl—E 801
2-5-7 Vanguard International Semiconductor Corporation
803
1) SHHE 803
2) BLERR 804
3) FERERR 804
4) A ERT 805
5) THRAERE—& 806
6) ELHEDZ A VHl—E 807
2-5-8 WIN Semiconductors Corp. 812
1) SHHE 812
2) BLERR 813
3) REREIRR 813
4) HERS 814
5) IHRl4ERE—E 815
6) ELHEDZ A VHl—E& 816
2-6 FE 820
2-6-1 Semiconductor Manufacturing International Corporation
820
1) SHHE 820
2) wLERR 822
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R BRI 822 2-6-10 SiEn (QingDao) Integrated Circuits Co., Ltd. 886
4) HEERS 823 1) SHHE 886
5) TBR4EERE—E 824 2) s R 887
6) ETHEDS1 VH—8 825 3) BT ERL 887
2-6-2 Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing 4) HFERH) 888
Corporation 830 5) TERl4ERE—E 889
1) SHHE 830 6) EIFDZ41 VHl—& 890
2) R 831 2- 7 ZDthDihis 891
3) ElEHRERR 831 2-7-1 Tower Semiconductor Ltd. 891
4) A EERH] 832 1) SHHE 891
5) TiBRl4EERE—E 833 2) BRI 893
6) FTHEDZ 1 VHI—& 834 3) REHRERR 893
2-6-3 China Resources Microelectronics Limited 837 4) AR 894
1) SHHE 837 5) TBR4EERE—E 895
2) /R 838 6) KIFDOZ A1 VHI—E 896
3) FERERR 838 2-7-2 Silterra Malaysia Sdn. Bhd. 902
4) HEERH| 839 1) SHHE 902
5) TiZRl4AEEE—E 840 2) BRI 903
6) EIFOZ41 VHl—& 841 3) FfEZRERR 903
2-6-4 Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd. 846 4) HEAE 904
1) SHHE 846 5) THR4AEERE—E 905
2) kR 847 6) KTIHFEDZ 1 VRl—& 906
3) EIBERERL 847
4) HEEARH 848
5) THZAl4AEEE—& 849
6) EILBFDZ 1 VHl—& 850
2-6-5 Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. 856
1) SHHE 856
2) sk 858
3) REHRERR 858
4) HEEMH 859
5) TIBR4EERE—E 860
6) KIFDZ A1 VHI—E 861
2-6-6 ChangXin Memory Technologies, Inc. 863
1) SHHE 863
2) sE Rk 864
3) REHRERR 864
4) FEEAH 865
5) TBR4EERE—E 866
6) RIBOSA Vil—& 867
2-6-7 Jilin Sino-Microelectronics Co., Ltd. 868
1) SHHE 868
2) BRI 869
3) REHRERR 869
4) A EARH] 870
5) THR4EERE—E 871
6) EIFDZ 1 VHlI—E 872
2-6-8 GTA Semiconductor Co., Ltd. 875
1) SHHE 875
2) Fe kiR 876
3) ElEHRERR 876
4) A EERH] 877
5) TBRlEERE—E 878
6) ELZBDS1 VHI—E 879
2-6-9 CanSemi Technology Co., Ltd. 881
1) SHHE 881
2) |k 882
3) EfBERERL 882
4) HEEMRH| 883
5) TiZR4AEEE—& 884
6) EIFDZ1 VHl—& 885
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